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究のうちから， MOS ダイナミック RAMの大容量化と多機能化に関する研究成果をまとめたものであ
る。本文は 8章より構成されている。
第 1 章では， MOS ダイナミック RAMに関する研究開発の沿革を簡単に述べ特にMOS ダイナミッ
ク RAMの大容量化の多機能化について，本研究の目的を説明し，その意義と重要性を明確にしている。




第 3 章では， NMOS と CMOS のダイナミック RAMに対し，動作速度と消費電力め要因解析を行
ない，周辺国路を簡素化とトランジスタ定数の改善が大容量ダイナミック RAMの高速化に有効である
ことを明らかにした。 CMOS ダイナミック RAMのアクセス時間と消費電力の解析モデルを提案し，
1Mダイナミック RAM試作品の測定値との良好な一致が確認された。







セル構造が 4M ビット以上のダイナミック RAMに適用可能であることが実施された。
第 5 章では，多機能化の一環として高速モード導入について述べる。ニブル・モードは，列アドレス




第 6 章では，両像端末への応用を指向したダイナミック RAMの多機能化として ランダム・アクセ
スポートとシリアル・アクセスポートを同一チップ上に一体化させた構成のメモリが最適であること，
64KX 4 ピットのダイナミック RAMと 256Kx 4 ビットのデータ・レジスタをチップ上での1024 ビッ
ト双方向パスで結合することにより，画像システムの帯域幅向上と，システム設計の柔軟性が得られる
ことを述べている。
第 7 章では，第 4 章で述べた新規構造メモリセルと PMOS センスアンプを共有する形式のメモリセ
ルアレイの採用により，標準300 ミル幅ディアル・イン・ライン型パッケージに収容可能なチップ寸法
の 4M ビット・ダイナミック RAMが実現できることを確認し，実用技術を確立した。
第 8 章では， MOS ダイナミック RAMの大容量化と多機能化に関する基礎的研究の第 2章から第 7
章までの研究成果を総括し，残された問題点についても検討している。
論文の審査結果の要旨
文明生活の高度情報化が進とともに，半導体集積回路(以下 1 C と記す)は，あらゆる電子化システ
ムに必需の機能デバイスとなりるつつある。中でも，ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ(以
下DRAMと記す) 1 C は，その応用分野の汎用性から，まさに「産業の米」といわれるに相応しい地













分離特性を改善する， F A S 1 C (Folded bitline Adaptive Ssde wall -Ins ulated Capacitor) と
称する三次元構造メモリセルを開発し，その実用技術を確立した。ついで，集積化 1 C聞のマルチポー
ト化について検討を進め， 64K x 4 ビットのDRAMと 256K語 X4 ビットのデータレジスタとを同一
のチップ上で1024 ビットの双方向内部パスで結合することにより，動作上の帯域幅向上とシステム設計
上の柔軟性が得られることを提案し，実際に画像端末 1 C に適用して，その有効性を実証した。
以上のように，本論文は， DRAM-ICの高密度集積化と高速多機能化をめぐる一連の新規基礎技
術を確立し，その学術的背景を明らかにするとともに，集積化回路技術の進歩に大きく貢献したもので，
工学博士の学位論文としての価値あるものと認める。
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